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Сегнетоэлектрические материалы находят все более широкое практическое при​менение во многих областях современной техники – радиотехнике, оптоэлектронике, акустике и т.п. Известно, что большое влияние на свойства сегнетоэлектрических кри​сталлов оказывают примеси, как неконтролируемые, так и  специально вводимые при росте кристаллов. Например, сегнетоэлектрические кристаллы триглицинсульфата (ТГС), получаемые из растворов, становятся униполярными (при введении примесей внедрения – ионов металлов) или полностью монодоменными (при введении примесей замещения - L-α–аланина). Показано, что свойства кристаллов зависят от неоднородного характера распределения примеси в объеме образца. В связи с этим, в последнее время проводятся исследования, связанные с получением и изучением электрофизических свойств кристал​лов- сегнетоэлектриков, в которых примесь распределена закономерно-неоднородно по объему кристалла, в частности, концентрация примеси периодически изменяется. Боль​шинство работ, раскрывающих потенциальные возможности таких кристаллов, относятся к исследованию высокотемпературных кристаллов, выращиваемых из расплавов [1]. Свойства закономерно-неоднородных кристаллов, выращиваемых из растворов, изуча​ются менее интенсивно, что связано со специфическими особенностями их получения. Поэтому представляет интерес сопоставление данных по исследованию некоторых опти​ческих свойств кристаллов со случайно-неоднородным распределением примеси со свой​ствами кристаллов, в которых примесь распределена по какому-либо закону, например, концентрация примеси периодически изменяется. 

В данной работе исследованы оптические свойства кристаллов с послойно-перио​дическим распределением неизоморфной примеси ионов хрома (ТГС-ТГС:Cr+3) в объеме кристалла.

Материал и методы. Для получения неоднородных кристаллов было использо​вано устройство, в котором слоистая примесная структура создавалась путем последова​тельного доращивания слоев в кристаллизуемых растворах - чистом и содержащем при​месь трехвалентных ионов хрома. Размеры слоев (примесные и беспримесные) задава​лись временем роста кристалла в каждом из растворов и лимитировались пересыщением и скоростью роста. Время роста кристаллов-затравок в растворах с примесью и без при​меси было одинаково. Полученные кристаллы раскалывались по плоскости спайности (перпендикулярно вектору спонтанной поляризации) на образцы толщиной 1-2 мм. Про​водилось определение показателя преломления кристаллов в направлении вектора спон​танной поляризации при помощи микроскопа. Кроме того, были исследована оптическая активность кристаллов (вращение плоскости поляризации) и явление дифракции на неод​нородных образцах кристаллов. 

Результаты и их обсуждение. Значения показателей преломления в направлении (010) кристаллов с полосчатой примесной структурой были различными для областей без примеси и легированных примесью и зависели от индекса грани. Это связано, по-види​мому, с большими механическими напряжения, возникающими в неоднородных кристал​лах ТГС-ТГС:Cr+3. Известно, например, что оптическая индикатриса, представляет собой для чистых кристаллов ТГС эллипсоидную, а для кристаллов  с примесью 3- более слож​ную поверхность, свидетельствуя о большой анизотропии кристаллов. 

Наблюдение явлений интерференции света при прохождении поляризованного света через плоско-параллельные пластинки позволяет выяснить ряд свойств кристаллов, таких, например, как оптический класс кристаллов. Было также установлено, что чистые кристаллы ТГС и с примесью являются двуосными, неизотропными и по-разному вра​щают плоскость поляризации. Отметим, что существуют особые свойства доменных гра​ниц: при распространении поляризованного света вдоль доменной границы не происхо​дит вращения плоскости поляризации света. Используя эффект оптической активности кристаллов и указанные свойства границ, можно косвенно судить о характере доменной структуры.

Проводилось наблюдение дифракционных картин при прохождении когерентного света через кристаллы с периодической примесной структурой, причем возникающие максимумы и минимумы распределения интенсивности света зависели от величины пе​риода и полностью соответствовали, периодам, рассчитанным с помощью микроскопиче​ских исследований. 

Заключение. Таким образом, оптические свойства кристаллов триглицинсуль​фата с периодической примесной ростовой структурой во многом зависели от характера примесной структуры, конфигурация которой определялась, в первую очередь, пирами​дой роста и размером периода примесной структуры.
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Материал и методы. Рассмотрена методика моделирования качества волновой пайки с использованием искусственных нейронных сетей (ИНС) в сравнении с методом множественной линейной регрессии. Обе модели сопоставлены для выявления преиму​ществ ИНС.

Многослойный персептрон - искусственная нейронная сеть прямого распростра​нения. Входной сигнал в такой сети распространяется в прямом направлении, от слоя к слою. 

Каждый нейрон суммирует поступающие к нему сигналы от нейронов предыду​щего уровня иерархии с определенными весовыми коэффициентами и формирует ответ​ный сигнал (переходит в возбужденное состояние), если полученная сумма выше порого​вого значения. Персептрон переводит входной образ, определяющий степени возбужде​ния нейронов самого нижнего уровня иерархии, в выходной образ, определяемый нейро​нами самого верхнего уровня [1].

Результаты и их обсуждение. Многослойный персептрон для моделирования волновой пайки состоит из следующих элементов:  технологических параметров про​цесса в качестве входных параметров, одного скрытого слоя с 15 скрытыми нейронами и выходного нейрона, который описывает  предсказуемое число дефектов пайки.

Нейронная сеть обучается с помощью алгоритма обратного распространения ошибки, когда  выходные значения сравниваются с правильным ответом из исходных данных для вычисления значения некоторой предопределенной функции ошибки. Про​цесс обучения несколько раз повторяется, что в конечном итоге определяет набор значе​ний, который минимизирует значение ошибки между фактическим и ожидаемым резуль​татами для всех входных переменных. Надежность модели оценивали при помощи ин​декса согласия (IS) [2]:
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где   Pi – прогнозируемое значение;

Оi – текущее значение;

M – среднее значение; 

PE – потенциальная ошибка, максимальное значение квадрата разности прогнози​руемого и среднего значений;

mse - среднеквадратичная ошибка.

IS является относительной и безразмерной величиной, принимающей значение от 0 до 1. Хорошая модель имеет IS близкий к 1. Для моделирования процесса в качестве входных переменных экспериментально было выбрано 23 технологических параметра. Результаты моделирования приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Дефекты пайки
	Метод множественной линейной рег​рессии
	Метод искусственной ней​ронной сети

	
	IS
	Количество значимых входных переменных
	IS
	Количество значимых входных

переменных

	Плохое смачи​вание
	0,62
	14
	0,85
	16

	Излишки припоя
	0,80
	15
	0,93
	7

	Шарики припоя
	0,71
	17
	0,91
	13

	Хвосты припоя
	0,35
	14
	0,86
	6

	Остатки припоя
	0,83
	13
	0,93
	11

	Перемычки
	0,69
	15
	0,91
	13

	Незапаянные чипы
	0,56
	14
	0,89
	14


Заключение. Таким образом, по точности оценки дефектов метод искусственной нейронной сети превосходит метод множественной линейной регрессии. Во-первых, у моделей, полученных с помощью метода нейронной сети, IS больше на 10–33% для каж​дой модели дефектов. Во-вторых, с помощью этого метода более достоверная модель может быть получена с меньшим числом переменных, что будет выгодно при использо​вании модели в  промышленных приложениях.
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Процессы  обработки  металлов давлением (ОМД)  находят широкое применение во многих отраслях промышленности:  машиностроении, авиастроении, вагоностроении, судостроении и др. 

Несмотря на широкое применение методов ОМД сами процессы еще недоста​точно изучены, что сдерживает разработку оптимальных технологий,  позволяющих  оп​тимизировать технологический  процесс изготовления деталей и снизить расходы для их производства. В первую очередь, это связано со сложностью процессов, происходящих  при пластическом течении металла при обработке металлов давлением.

Выходом из этой ситуации  является применение программ основанных на методе конечных  элементах. Наилучшая  в своей области –   это программа  ANSYS/LS-DYNA.

Исследования, проводимые в программах конечно-элементного моделирования, позволяют подобрать оптимальный технологический  процесс при обработке  металлов давлением, оптимальные,  рациональные марки материала в зависимости от напряженно-деформированного состояния конструкции, рациональные  материалы и форму для мак​симальной эффективности удара при разрушении и др.

Материал и методы. Объектом исследований является чеканочная оснастка для изготовления государственных наград Республики Беларусь. Работоспособность инстру​мента лимитируется стойкостью пуансонов и матриц. Экспериментальные исследования по оценке стойкости инструмента проводили на примере чеканочных штампов для изго​товления деталей ордена «Ф. Скарына» и «За службу Радзiме».

Результаты и их обсуждение. Результаты моделирования позволяют выявить напряженно-деформированное состояние, как самой конструкции, так и формующего элемента в любой точке модели и любой промежуток  времени; критические, опасные зоны и участки модели, в которых возможно возникновения разрушения или деформации конструкции; силовые, энергетические, деформационные, контактные  величины при взаимодействии частей модели и многое другое.

Стойкость штампов обусловлена наработкой на отказ геометрией формообра​зующей поверхности матриц штампов. Так, формообразующая поверхность матрицы для чеканки медальона ордена  «Ф. Скарына» имеет ярко выраженный концентратор напря​жений в виде канавки формирующей окантовку медальона (рис. 1а). Профиль канавки представляет собой полость глубиной 0,3 мм и шириной 0,5 мм. Размеры канавки обу​словлены формой аверса награды и не могут быть изменены.

[image: image3.png][NaHKkpaToB\KoHbepeHua.dwg] =18l x|

®ain Mpaeka Bap Brraska Gopvar Cepeuc PucoBarMe Pasvepsl Pepakt OKHO Crpaska =18 x]

DREERD =006 2 f- (wxa®(HER @ s e  =Llwvs 5|

=[Toonmo =l € |[[[wons =1 TotooSl||— Moo =] [ oleers 5]
/A Ep:
715 k)
| i
olg| &
= 8 ]
A i
Q@ =l 9]
Qs bl
~le N
ot

o% —
)| E@ o
» © 0
<& r
B .
12 3
Al

T3 1]\ Moen: {Tapoutt { Lo K| ﬁd

[Boe/ Townp, Funarura, Tparus, Ipegngguut, Hacunas, Parral (pea/ionos Spends. _v =
liopen y=04: Mponusonoioxmit yeor =
[Konarga ] O

115048282, 434,776, 0.0000 war| ceTka) oPTo| 0TCMONAPR| NPUBASKA| [OTCOBLEKT BEC|MORENE

[~
Ay QHES A e@EE 2 |D2wnd.. -[HAutoca.. Blaamako... |BPueyaik...| | B[« 8% 17:46




[image: image4.png][@] AutoCAD 2004 - [E: KpaToB\KoHbepeHLA.dwg] -2 x|
®ain Mpaeka Bap Brraska Gopvar Cepeuc PucoBarMe Pasvepsl Pepakt OKHO Crpaska =18 x]

DWEeRD =06 /¢ (wxacBER@|sFem  5Lms )|

=[Toonmo =l € |[[[wons =1 TotooSl||— Moo =] [ oleers 5]
2K e
L% 3
-5 i
o &
= 8 =
A +
Q@ =l 9]
SIS |
I D
o +
o -
3 O
3(®| ]
-l r
)L -
L& o
a1z

W4T [T\ Manens {Cayoutl {Layout2 ]

[lepesi_yzon: ponusonoscxm 201

[Boe/ eunp, Musanuia, Tpanus, Tpegngguii, Hacunas, Panra] <peaisnoe Bpens> . W

[Konanga

865,772, 2502138, 0.0000

war| CeTka) OFTO) OTCMONAF] MPYBRIKA

OTCOBLERT BEC|[MOZEME

Py [ QH S A G EeBEE & | 22Wind...

[BAutocA...

) cramis Ko. veyaik...| | B[« 8% 17 47




                          а                                                                            б
Рисунок 1 – а) Медальон ордена  «Ф. Скарына»; б) Накладка ордена  «За службу Радзiме»

(стрелками  указаны места возникновения деформаций)
Таким образом в зоне указанного элемента гравюры создаются условия для воз​никновения напряжений превышающих предел прочности материала матрицы. По дну канавки возникают начальные трещины. Их дальнейшее распространение происходит в радиальном направлении под действием пульсирующих растягивающих напряжений в момент заполнения гравюры материалом заготовки и сопровождается раскрытием тре​щины и смещением их берегов.

Исследования формообразующей поверхности матрицы для чеканки накладки ор​дена «За службу Радзiме» показали, что форма ручья не имеет концентратов напряжений в виде заостренных углублений. Это способствует более длительной наработке штампа на отказ. Причиной выхода штампа из строя является разрушение гравюры матрицы в зоне формирования рукоятки меча (рис. 1б). 

В первую очередь разрушается выступающая перегородка гравюры. Зарождение трещин, приведших к отделению фрагментов формообразующей поверхности, как и в первом случае, происходит в результате концентрации напряжений в кольцевом углубле​нии по периметру гравюры. Дальнейшее их распространение в направлении основания выступа, формующего рукоятку меча, приводит к разрушению рабочей поверхности.

Указанные дефекты являются следствием пластической деформации, которая возникает в результате воздействия высоких по амплитуде пульсирующих напряжений, при условии, что материал находиться в условиях всестороннего неравномерного сжатия [1].

Из выше сказанного следует, что основной причиной низкой стойкости чеканоч​ных штампов является высокая концентрация напряжений на отдельных участках гра​вюры. Модернизация формы гравюры невозможна, так как последующее изменение гео​метрии поковки будет противоречить утвержденному образцу награды. 

Заключение. Результатом моделирования процесса чеканки в программе ANSYS/LS-DYNA было определение напряженно-деформированного состояния заго​товки  и инструмента и изменение конструкция штампа, позволяющая в наиболее нагру​женных участках формообразующей поверхности инструмента, снизить амплитуду пуль​сирующих напряжений. 


Производственные испытания штампа для чеканки медальона ордена «Ф. Ска​рына» показали, что после получения 150 поковок рабочая поверхность матрицы и пуан​сона не имеет дефектов. Штамп может эксплуатироваться далее. Ожидаемое повышение стойкости чеканочной оснастки для изготовления правительственных наград Республики Беларусь - не менее двух раз.
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СРАВНЕНИЕ ИТЕРАЦИОННЫХ МЕТОДОВ НЬЮТОНА И ВЕЙЕРШТРАССА ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ КОРНЕЙ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
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студентка 3 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь

Научный руководитель – Пышненко О.В.

Большинство физических задач сводится к решению алгебраических уравнений произвольной степени. Аналитическое решение таких уравнений может быть получено в редких случаях. В остальных случаях необходимо использовать приближенные – числен​ные методы решения [1], [3]. Однако, «классические» методы не позволяют находить одновременно все корни алгебраического уравнения. В русскоязычной научной литературе по численным методам, впервые, насколько известно авторам, только в работе [2] появилось упоминание об итерационном методе Вейерштрасса одновременного нахождения всех корней алгебраического уравнения произвольной степени. Поэтому, в данной работе была поставлена цель: исследовать метод Вейерштрасса нахождения корней алгебраических уравнений, порождаемых физичесскими задачами, и провести качественное сравнение скорости сходимости данного метода и итерационного метода Ньютона. 
Материал и методы. Для достижения цели использовались численные методы, реализуемые с помощью пакета символьной математики Maple. Объектом исследования являлись: алгебраические уравнения; численные методы Ньютона и Вейерштрасса.

Результаты и их обсуждение. Согласно методу Ньютона [1] для уравнения вида F(x) = 0, итерационный процесс для нахождения  корней выражается формулой:
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где k = 1, 2, … – номер итерации; x(k), x(k+1) – последовательные приближения к корню уравнения на k – м  и k+1 – м шаге итерационного процесса соответственно.

Согласно методу Вейерштрасса [2] для полинома вида:
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корни уравнения 
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 можно найти с использованием итерационного про​цесса:
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где j = 1, 2, … n – номер корня.

Для проведения численных исследований использовалось характеристическое уравнение для нахождения собственных частот, полученное при исследовании малых ко​лебаний системы с двумя степенями свободы
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Корни данного уравнения хорошо известны  
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. Результаты числен​ного решения с использованием итерационных процессов (1) и (3) представлены на ри​сунке 1.
При использовании метода Ньютона необходимо предварительно изучить области локализации корней уравнения. При этом, в зависимости от начальных условий итераци​онный процесс сходится к одному из корней уравнения (4). Так, при 
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 траектория x(k) представлена кривой 1. При 
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 траектория x(k) представлена кривой 2. При 
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 траектория x(k) представлена кривой 3. При 
[image: image17.wmf](0)100

x

=-

, т.е., 
[image: image18.wmf](0)5

x

<

 траектория x(k) представ​лена кривой 4. В отличие от метода Ньютона, при использовании метода Вейерштрасса мы можем использовать любые начальные приближения. Для тех же начальных прибли​жений: 
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 - кривые 6 и 7 итерационный процесс (3) сходится одновременно к корням уравнения (4).
Заключение. Таким образом, в работе проведено сравнение итерационных  методов Ньютона и Вейерштрасса. Установлено, что использование итерационного метода Вейерштрасса удобнее при одновременном нахождении всех корней алгебраического уравнения.
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В настоящей работе проводится анализ взаимодействия частотно-модулирован​ных (ЧМ) сигналов со средой над углеводородными залежами(УВЗ) с целью разработки радиотехнических систем (РТС) поиска залежей нефти и газа (углеводородов) для каче​ственного повышения производительности геологоразведочных работ.

Осуществлен анализ поверхностного импеданса среды над УВЗ, по величине ко​торого можно проводить оценку характеристик антенн, имеющих фиксированное поло​жение в пространстве, относительно границы раздела сред при изменении свойств под​стилающей поверхности (ПП), что дает возможность количественной оценки свойств среды, не прибегая к точному расчету изменений электродинамических параметров ПП.

Материал и методы. Все расчёты были произведены в пакете Matlab. Анализ проведен в рамках квазигидродинамического приближения движения частиц в среде над УВЗ с относительной диэлектрической проницаемостью εr и удельной проводимостью δr (относительную магнитную проницаемость принимаем равной 1). 

Результаты и их обсуждение. Процесс взаимодействия электромагнитных волн (ЭМВ) с локальным включением на трассе распространения радиоволн (РРВ) можно представить в виде режима наклонного падения плоской волны с вертикальной поляри​зацией в среде с параметрами ε0, μ0, δ0 на безграничную поверхность с анизотропным им​педансом.
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Рисунок 1 - Модель разреза геологического профиля над УВЗ
Тензор диэлектрической проницаемости среды над  УВЗ имеет вид:
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Зависимость поверхностного импеданса среды над УВЗ приведёна на Рис.2         
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Рис.2. Частотные зависимости поверхностного импеданса: 1- 
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Заключение. Проведенный анализ показал, что компоненты поверхностного им​педанса имеют частотную зависимость в режиме ЧМ сигналов.

 Результаты исследований могут быть использованы для разработки РТС ближней и дальней радиолокации, для обнаружения локальных плазменных образований, для оп​тимизации методов поиска и оконтуривания залежей нефти и газа.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОТЕРЬ 
ПРИ ИНДУКЦИ​ОННОЙ ПАЙКЕ ШАРИКОВ ПРИПОЯ 
В ЗАЗОРЕ МАГНИТОПРОВОДА

Левин В.Г., 

студент 5 курса БГУИР, г. Минск, Республика Беларусь

Научный руководитель – Ланин В.Г., доктор техн. наук, профессор

Постоянное развитие электроники требует развития инструментальной базы. Пер​спективным  является  применение методов нагрева деталей и материалов, основанных на бесконтактных технологиях [1]. 

Целью работы является исследование процесса индукционного нагрева мелкога​баритных деталей в зазоре магнитопровода, выявление основных закономерностей, поиск возможных практических применений явления нагрева деталей в зазоре магнитопровода, а также разработка конструкции индукционного нагревательного  устройства  на магни​топроводе. 
При индукционной пайке деталей ЭМ важно выбрать оптимальные параметры технологического процесса пайки, при этом параметры пайки (скорость, величина на​грева) можно контролировать изменением зазора магнитопровода, частоты генератора тока, положением детали в зазоре магнитопровода и т.д. [2]. 
Материал и методы. Для моделирования электромагнитного поля при пайке ша​риков припоя индукционным нагревом в зазоре магнитопровода. выбран прикладной па​кет  Comsol Multiphysics 4.3, а сама задача распределения электромагнитных потерь ре​шалась методом конечных элементов.

Результаты и их обсуждение. Устройство индукционного нагрева представляет собой две катушки, намотанные на незамкнутом магнитопроводе из феррита (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Модель нагрева припоя в зазоре магнитопровода: 1–индуктор, 
2– магнитопровод, 3 – концентрирующий магнитопровод, 4 – шарики припоя

Измерения проводились для трех шариков припоя диаметром 1,6 мм. Один – в центре подложки, второй на удалении 3 мм, и третий на удалении 4 мм от центрального шарика припоя.

Моделирование выполнено для трех частот: 110, 220, 330 кГц. В качестве количе​ственного параметра выбрана величина электромагнитных потерь. Результаты моделиро​вания электромагнитных потерь представлены на рисунке 2.
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Рисунок  2– Зависимости распределения  электромагнитных потерь  для различ​ных частот для центрального шарика припоя: 1 – 110 кГц, 2 – 220 кГц, 3 –  330 кГц

Заключение. В результате моделирования было установлено, что данный метод нагрева позволяет проводить эффективную селективную пайку шариков припоя. Измене​ние частоты оказывает существенное влияние на величину электромагнитных потерь, разница составила до 80% от максимума потерь при 110 кГц. Изменение частоты позво​ляет контролировать процесс нагрева в широких пределах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ 
В МНОГОЗАДАЧНЫХ СРЕДАХ
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Научный руководитель – Муравьев Г.Л., канд. техн. наук, доцент

Целью работы является исследование характеристик эффективности имитацион​ных моделей (ИМ), построение аналитических оценок и параметризованной модели тру​доемкости, анализ возможностей повышения эффективности моделирования путем рас​параллеливания в многозадачных средах. 
Материал и методы. При исследовании использованы: методы имитационного моделирования дискретных систем; экспериментальные методы и средства мониторинга базовых процессов ИМ; методы теории массового обслуживания, сетевые графики для построения оценок и моделей трудоемкости; UML-диаграммы для описания параллель​ных процессов, объектно-ориентированный подход для макетирования алгоритмов рас​параллеливания.

Результаты и их обсуждение. Суммарные временные и вычислительные затраты при проведении имитационного моделирования складываются из времени по вводу и вы​воду данных по каждому алгоритму моделирования, времени на проведение вычисли​тельных операций, с учетом обращения к оперативной памяти и внешним устройствам, а также сложности каждого моделирующего алгоритма и непосредственно объёма и харак​тера самих входных данных.

Применение алгоритмов и технологий параллельного и распределённого про​граммирования могут существенно повысить скорость имитационных экспериментов, однако   использование  данных подходов при проектировании системы влечёт за собой ряд трудностей, таких как балансировка загрузки вычислительных узлов, разработка сис​темы передачи сообщений, контроль доступа к общим данным и др. 

Поэтому прежде чем проектировать систему параллельного моделирования, необ​ходимо оценить трудоёмкость ИМ, и затраты вызванные использованием параллельного и распределённого программирования (время затрачиваемое на синхронизацию, создание процессов (потоков), обмен сообщениями и пр.). Рассмотрим весь описанный процесс на примере стохастических сетевых моделей (ССМ) в частности сетей массового обслужи​вания (СеМО).

При  оценке трудоёмкости для ССМ следует говорить как о трудоемкости реали​зации используемого алгоритма имитации,  так и о трудоемкости имитации системы кон​кретной архитектуры, при этом сама модель по отношению к алгоритму, реализующему моделирование, выполняет роль вычислительной нагрузки (ВН), а задача оценки трудо​емкости модели, сводится к оценке трудоемкости алгоритма моделирования, обрабаты​вающего ВН. При моделировании для СеМО как правило используется алгоритм, когда модель реализуется на базе метода активностей. Сеть для алгоритма моделирования представляет собой вероятностную ВН, т.к. функцио​нирует случайным образом и соот​ветственно задается параметрами, специфи​цирующими вероятностные процессы. Моде​лирование строится на базе актив​ностей (процедур обработки событий), списков собы​тий, структур данных, для прогнозирования состояний и сбора данных и модулей управ​ления запуском ак​тивностей, а функционирование модели носит цикличный характер. Тем самым для оценки трудоемкости моделей, могут быть использованы подходы к оценке трудоемкости алгоритмов, обрабатывающих статистически устойчивую вычисли​тельную нагрузку, в том числе натурные, статистические методы оценки, экспертные ме​тоды, методы оценки трудоемкости на базе марковских цепей, методы на базе примене​ния сетевых графиков , а также экспериментальная оценка трудоёмкости организованная посредством таймирования всех основных этапов моделирующего алгоритма.

Получив одним из предложенных способов оценку трудоёмкости моделирования необходимо сопоставить  её с затратами на организацию  параллельного и распределён​ного программирования вычислительная сложность которых заранее известна. В случае если описанные затраты незначительны по отношению к трудоёмкости исходной модели, исходя из особенностей моделирующего алгоритма следует выбрать подходящую страте​гию распараллеливания и применить её к наиболее трудоёмким частям исходного алго​ритма. В частности для описанного выше алгоритма моделирования СеМО базирую​щихся на методе активностей, наиболее подходящим является следующий подход: опе​режающий по времени анализ в списках событий для выявления событий будущих так​тов, пригодных для параллельной обработки, и параллельного выполнения соответст​вующих процедур и активностей.

В общем случае выделяются следующие основные стратегии распараллеливания: выполнение параллельно с ходом эксперимента специализированных функций, декомпо​зиция событий иерархической модели на подсобытия, которые впоследствии выполня​ются параллельно, организация несколько имитационных прогонов последовательной имитационной модели на нескольких процессорах.

Заключение. Таким образом, в  работе исследованы проблемы, связанные с оцен​кой трудоемкости ИМ и ее снижения за счет применения инструментов распараллелива​ния на примере стохастических сетевых моделей и использования средств ОС Windows. Предложен подход и оценки сложности и трудоемкости моделей на базе известных мето​дов оценки трудоемкости алгоритмов. Приведены результаты мониторинга трудоемкости ИМ и их составляющих. Предложены алгоритмы распараллеливания.
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Характеристики современных приборов и устройств во многом зависят от совер​шенства технологий, применяемых на различных этапах их изготовления. Надежность выпускаемых устройств во многом зависит от качества электрических соединений между различными элементами. Статистические данные показывают, что около 50% всех отка​зов происходит вследствие дефектов монтажных соединений [1]. 

Материал и методы. Современное программное обеспечение позволяет приме​нить метод конечных элементов для поиска и анализа значений собственных частот и их форм волн ультразвукового (УЗ) преобразователя. В качестве прикладной программы моделирования выбран пакет ANSYS [2]. 

Результаты и их обсуждение. Для локального ввода ультразвука разработана УЗ система, предназначенная для материалов, трудно поддающихся лужению известными способами: алюминия, титана, нержавеющих сталей, стекла и керамики и т.д.

Для моделирования частоты и формы колебаний вибрации УЗ преобразователя использовалась модель механического метода конечных элементов (рисунок 1). Эта ко​нечно-элементная модель позволяет в первую очередь определить режимы вибрации, ко​торые могут быть возбуждены в заданном диапазоне частот.
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Рисунок 1 – Конечно-элементная модель УЗ системы пайки 

В результате моделирования установлена оптимальная частота в                     21,9 кГц с максимальной амплитудой 6,1 ед. (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Распределение амплитуды колебаний на частоте 22 кГц
Данная резонансная частота оптимальна, так как поведение припоя является сим​метричным с максимумом амплитуды вблизи излучателя и предсказуемым (с постоян​ными чередованиями максимумов и минимумов). Несмотря на то, что при моделирова​нии получена меньшая резонансная частота с большей амплитудой колебаний расплава припоя, однако распределение амплитуды имеет ассиметричный характер (максимум ам​плитуды смещен относительно излучателя).

Для УЗ системы с односторонним излучателем амплитуда падает с приближением к дну ванны. Зафиксировано незначительное отклонение амплитуды колебаний расплава (2 ед.) на дне ванны. Максимальное значение амплитуды (5 ед.) наблюдается непосредст​венно вблизи излучателя на поверхности расплава припоя. Отклонение амплитуды коле​баний на дне ванны связано с большой рабочей зоной и высокими амплитудами на по​верхности расплава. Поскольку размер этой зоны достаточно велик и фактически охваты​вает всю поверхность расплава, то его колебания передаются расплаву и отражаются от дна ванны, возмущая нижние слои расплава припоя.

Заключение. Амплитуда колебаний расплава достигает своего максимального значения (5,9 ед.) в рабочей зоне расплава вблизи излучателя (25-35 мм). Затем плавно уменьшается, но остается на относительно большом уровне фактически по всей поверх​ности расплава. Такое распределение амплитуды колебания оптимально для лужения де​талей различного размера.
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Сайт учебного заведения в сети Интернет – это сравнительно новое образователь​ное средство, педагогические основы которого нуждаются в разработке. В связи с бур​ным развитием информационных технологий роль образовательных сайтов в деятельно​сти школ возрастает. От содержания, организационной структуры и функционирования образовательного сайта зависит не только успех взаимодействия школы с внешним ми​ром, но и образовательные процессы, происходящие внутри учебного заведения [1]. Цель настоящей работы – создание школьного Web-сайта. 
Материал и методы. Методы исследования – аналитический обзор программных средств по интернет-дизайну.

Результаты и их обсуждение. Анализ школьных сайтов показал, что большин​ство сайтов являются презентационными, т.е. представляют собой информацию о дея​тельности школы: фотографии задания, учителей и учащихся, сведения о планах и меро​приятиях. Иногда дается обзор набора услуг, предоставляемых образовательным учреж​дением

Необходимость заполучить в собственность свой сайт – может возникнуть у кого угодно, от крупной компании или корпорации, до человека, который просто решил нау​читься их создавать. Актуальность создания интернет ресурсов в настоящее время трудно переоценить, ведь сеть является огромным рынком и огромной рекламной аудиторией.

Совершенно не важно, сайт какого уровня будет создан. То ли это будет типовой сайт-визитка частного фотографа, то ли крупный корпоративный веб ресурс большой компании – все они должны быть построены по принципу эффективного решения своих задач.

Конечно, в настоящее время создать сайт не так и сложно, можно освоить какой-либо инструмент для создания веб страниц или систему управления содержимым, что не составит трудности для человека, который является уверенным пользователем компью​тера. Однако если речь идет о том, чтобы возложить на сайт решение определенных за​дач, лучше все же заказать его у профессиональных разработчиков, что позволит избе​жать многих проблем и ошибок. Так как любая ошибка порождает собой задачу ее по​иска, на которую требуется время, а ведь потеря времени недопустима и она может при​вести к тому, что проект станет уже не своевременным.

Поэтому, будет правильно, если разработка сайтов будет осуществляться профес​сиональными веб разработчиками, специализирующимися на интернет разработке и дру​гих сопутствующих услугах. В этом случае в число мероприятий, совершаемых настоя​щими мастерами, входят следующие:

· разработка и создание качественного ресурса;

· продвижение сайтов с помощью «белых методов»;

· тщательная проработка всех этапов, в том числе и создание оригинального и эф​фективного веб-дизайна страниц и т.д.

Но это весьма затратное дело, поэтому можно попробовать сделать это самому. Для этого нужны определенные знания, которые мы рассмотрим.

Для создания интернет-сайта используется язык HTML (от англ. Hyper Text Markup Language – «язык разметки гипертекста») – стандартный язык разметки докумен​тов во Всемирной паутине. Большинство веб-страниц создаются при помощи языка HTML. Язык HTML интерпретируется браузерами и отображается в виде документа в удобной для человека форме. Начало было положено Тимом Бернерс-Ли. В 1993 году появилась первая версия языка — HTML 1.0. В 1995 году был разработан HTML 2.0, а в 1996 году вышла уже версия HTML 3.0. Через год была разработана версия HTML 3.2, которая стала стандартом в разработке интернет сайтов. В 1997 году выходит версия HTML 4.0, а в 1999 году выходит HTML 4.01, которая используется до сих пор. Сейчас ведется разработка HTML 5.0. Авторы HTML 5.0 работают в направлении разработки требований к поддержке объектной модели документа и интерпретации JavaScript. Выход HTML 5.0 запланирован на 2014 год [2].

Заключение. Это лишь начальные знания для оформления и редактирования са​мого текста на сайте, а кроме этого необходимо еще познакомиться с программными средствами для создания графики, анимации и освоить некоторые правила размещения и поддержки сайта в сети Интернет.
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